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Der Transistor
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Ubersicht - Transistor

 Ein aktives Halbleiterbauelement
 VVerwendet als Schalter oder Verstarker

* Erste Forschungen

- 1925: J.E. Lilienfeld - MOSFET
- 1947:. W. Shockley,
J. Bardeen - BJT




BJT - Funktionswelise

* Typen und Schaltzeichen

(a) npn-Bipolartransistor, theoretischer (b)) pnp-Bipolartransistor, theoretischer
Aufbau mit Dioden und Schalizeichen Aufbau mit Dioden und Schaltzeichen



BJT - Funktionswelise

e Aufbau
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BJT - Funktionswelise

e Funktionsweise
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BJT - Funktionswelise

* Ausgangskennlinienfeld




BJT - Grundschaltungen

e Basisschaltung




BJT - Grundschaltungen

* Emitterschaltung




BJT - Grundschaltungen

» Kollektorschaltung (Emitterfolger)




BJT - Grundschaltungen

* Eigenschaften (Zusammenfassung)

Schaltung

Emitterschaltung

Basisschaltung

Kollektorschaltung

Eingangswiderstand r.
Ausgangswiderstand rg
Spannungsverstarkung V',
Gleichstromverstarkung B
Phasenverschiebung
Temperaturabhangigkeit
Leistungsverstarkung
Grenzfrequenz fq
Anwendungen

0,1...10k%2
1...10kG2
20... 100
10... 50
180°

grofs

sehr grols
niedrig

Leistungsverstar-
ker

10... 10052
10... 100 k2
100... 1000
<1

0°

klein

mittel

hoch
HF-Verstarker

10... 100k
10... 1002
<1

10... 4000
0°

klein

klein

niedrig
Anpassungsstufen,
Impedanzwandler




MOSFET - Funktionsweise

* Typen und Schaltzeichen
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MOSFET - Funktionsweise

 Aufbau und Funktionsweise
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(a) n-Kanak-MOSFET in Source-Schaltung (b) p-Kanal-MOSFET in Source-Schaltung




MOSFET - Funktionsweise

e Funktionsweise
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MOSFET - Funktionsweise

» Zustande - Ausgangskennlinienfeld
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MOSFET - Anwendung

e CMOS Technik

- Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

- n- und p-Kanal MOSFET mit gemeinsamen
Substrat

- Anwendung fur integrierte Schaltkreise (IC's)
- Entwickelt in 1963

 Frank Wanlass, Fairchild Semiconductor



MOSFET - Anwendung

e CMOS Inverter

GND
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